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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電保護裝置，包括：一基底；一 N型井，配置於該基底中；一 P型摻雜區，
配置於該 N型井中；一第一 N＋型摻雜區，配置於該 P型摻雜區中；一第一 P＋型摻雜
區，配置於該 P型摻雜區中；一第二 P＋型摻雜區，配置於該 N型井中以及該 P型摻雜
區外，其中該第二 P＋型摻雜區與該 P型摻雜區不相接觸；一閘極，其配置於該 N型井
上以及於該第二 P＋型摻雜區與該 P型摻雜區之間；一第一電極，其經由一第一電性導
體連接該第一 N＋型摻雜區與該第一 P＋型摻雜區；以及一第二電極，其經由一第二電
性導體連接該第二 P＋型摻雜區與該閘極。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護裝置，其中該 P型摻雜區為 P型漸進區。
3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護裝置，更包括一第一場氧化層，其配置於該

N型井中以及該閘極與該第一 P＋型摻雜區之間。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護裝置，更包括：一第二 N＋型摻雜區，配置
於該 N型井中以及該 P型摻雜區外，其中該第二 N＋型摻雜區與該 P型摻雜區不相接
觸。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之該靜電放電保護裝置，其中該第二 P＋型摻雜區與該第二
N＋型摻雜區二者相鄰接。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護裝置，更包括：一 N型場區，配置於該 N型
井中；以及一第三 N＋型摻雜區，配置於該 N型場區中，其中該第二電極經由該第二電
性導體連接該第三 N＋型摻雜區。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之靜電放電保護裝置，更包括一第二場氧化層，其配置於該
N型井中以及該第二 P＋型摻雜區與該第三 N＋型摻雜區之間。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護裝置，其中該第一電極電性連接至一焊墊。
9.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護裝置，其中該第二電極電性連接至一系統電
壓軌線。
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10.   如申請專利範圍第 1項所述之該靜電放電保護裝置，其中該第一電性導體與該第二電性
導體係為金屬。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之該靜電放電保護裝置，其中該第一 P＋型摻雜區與該第一
N＋型摻雜區二者相鄰接。

12.   一種靜電放電保護裝置，包括：一 N型基底；一 P型摻雜區，配置於該 N型基底中；一
第一 N＋型摻雜區，配置於該 P型摻雜區中；一第一 P＋型摻雜區，配置於該 P型摻雜
區中；一第二 P＋型摻雜區，配置於該 N型基底中以及該 P型摻雜區外，其中該第二 P
＋型摻雜區與該 P型摻雜區不相接觸；一閘極，其配置於該 N型基底上以及於該第二 P
＋型摻雜區與該 P型摻雜區之間；一第一電極，其經由一第一電性導體連接該第一 N＋
型摻雜區與該第一 P＋型摻雜區；以及一第二電極，其經由一第二電性導體連接該第二
P＋型摻雜區與該閘極。

13.   如申請專利範圍第 12項所述之靜電放電保護裝置，其中該 P型摻雜區為 P型漸進區。
14.   如申請專利範圍第 12項所述之靜電放電保護裝置，更包括一第一場氧化層，其配置於該

N型基底中以及該閘極與該第一 P＋型摻雜區之間。
15.   如申請專利範圍第 12項所述之靜電放電保護裝置，更包括：一第二 N＋型摻雜區，配

置於該 N型基底中以及該 P型摻雜區外，其中該第二 N＋型摻雜區與該 P型摻雜區不相
接觸。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之該靜電放電保護裝置，其中該第二 P＋型摻雜區與該第二
N＋型摻雜區二者相鄰接。

17.   如申請專利範圍第 12項所述之靜電放電保護裝置，更包括：一 N型場區，配置於該 N
型基底中；以及一第三 N＋型摻雜區，配置於該 N型場區中，其中該第二電極經由該第
二電性導體連接該第三 N＋型摻雜區。

18.   如申請專利範圍第 17項所述之靜電放電保護裝置，更包括一第二場氧化層，其配置於該
N型基底中以及該第二 P＋型摻雜區與該第三 N＋型摻雜區之間。

19.   如申請專利範圍第 12項所述之靜電放電保護裝置，其中該第一電極電性連接至一焊墊。
20.   如申請專利範圍第 12項所述之靜電放電保護裝置，其中該第二電極電性連接至一系統電

壓軌線。

21.   如申請專利範圍第 12項所述之該靜電放電保護裝置，其中該第一電性導體與該第二電性
導體係為金屬。

22.   如申請專利範圍第 12項所述之該靜電放電保護裝置，其中該第一 P＋型摻雜區與該第一
N＋型摻雜區二者相鄰接。

23.   一種靜電放電保護裝置之製造方法，包括：提供一基底；於該基底中形成一 N型井；於
該 N型井中形成一 P型摻雜區；於該 P型摻雜區中形成一第一 N＋型摻雜區；於該 P
型摻雜區中形成一第一 P＋型摻雜區；於該 N型井中以及該 P型摻雜區外形成一第二 P
＋型摻雜區，其中該第二 P＋型摻雜區與該 P型摻雜區不相接觸；於該 N型井上以及於
該第二 P＋型摻雜區與該 P型摻雜區之間形成一閘極；形成一第一電極，其中該第一電
極經由一第一電性導體連接該第一 N＋型摻雜區與該第一 P＋型摻雜區；以及形成一第
二電極，其中該第二電極經由一第二電性導體連接該第二 P＋型摻雜區與該閘極。

24.   如申請專利範圍第 23項所述靜電放電保護裝置之製造方法，其中該 P型摻雜區為 P型漸
進區。

25.   如申請專利範圍第 23項所述靜電放電保護裝置之製造方法，更包括：於該 N型井中以
及該閘極與該第一 P＋型摻雜區之間形成一第一場氧化層。

(2)
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26.   如申請專利範圍第 23項所述靜電放電保護裝置之製造方法，更包括：於該 N型井中以
及該 P型摻雜區外形成一第二 N＋型摻雜區，其中該第二 N＋型摻雜區與該 P型摻雜區
不相接觸。

27.   如申請專利範圍第 26項所述該靜電放電保護裝置之製造方法，其中該第二 P＋型摻雜區
與該第二 N＋型摻雜區二者相鄰接。

28.   如申請專利範圍第 23項所述靜電放電保護裝置之製造方法，更包括：於該 N型井中形
成一 N型場區；以及於該 N型場區中形成一第三 N＋型摻雜區，其中該第二電極經由
該第二電性導體連接該第三 N＋型摻雜區。

29.   如申請專利範圍第 28項所述靜電放電保護裝置之製造方法，更包括：於該 N型井中以
及該第二 P＋型摻雜區與該第三 N＋型摻雜區之間形成一第二場氧化層。

30.   如申請專利範圍第 23項所述靜電放電保護裝置之製造方法，其中該第一電極電性連接至
一焊墊。

31.   如申請專利範圍第 23項所述靜電放電保護裝置之製造方法，其中該第二電極電性連接至
一系統電壓軌線。

32.   如申請專利範圍第 23項所述該靜電放電保護裝置之製造方法，其中該第一電性導體與該
第二電性導體係為金屬。

33.   如申請專利範圍第 23項所述該靜電放電保護裝置之製造方法，其中該第一 P＋型摻雜區
與該第一 N＋型摻雜區二者相鄰接。

圖式簡單說明

圖 1繪示美國專利公告第 6,459,127號專利案之靜電放電防護裝置之佈局剖面圖。

圖 2是依照本發明實施例說明一種靜電放電保護裝置之佈局剖面圖。

圖 3是依照本發明說明圖 2靜電放電保護裝置之應用範例。

圖 4為依據本發明說明圖 2靜電放電保護裝置之另一種應用範例。

圖 5為依據本發明說明圖 2靜電放電保護裝置之又一種應用範例。

圖 6是依照本發明說明靜電放電保護裝置之另一實施範例之佈局剖面圖。
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